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Ранее /1/ рассмотрен процесс нестационарной диффузии экситонов в монокристаллическом GaN после прекращения воздействия электронного зонда на полупроводниковую мишень. Рассматривался один канал рекомбинации экситонов и потому электрофизические параметры мишени при проведении расчетов полагались постоянными. Однако имеющиеся экспериментальные результаты /2, 3/ говорят о возможности построения математической модели с двумя независимыми каналами рекомбинации, что и сделано в настоящей работе: процесс диффузии экситонов рассмотрен с учетом их переменного эффективного времени жизни.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-03-00271).
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